Исследование влияния материала подложки на резистивное переключение тонких пленок SiOx
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В последнее время большое количество исследований посвящено созданию и изучению энергонезависимой резистивной памяти с произвольным доступом (ReRAM). Одним из самых популярных элементов, на основе которого строится эта память, является мемристор – структура, способная изменять свое сопротивление под действием приложенного напряжения, вольтамперная характеристика которой представляет собой гистерезис. Благодаря своим свойствам эти устройства являются перспективными кандидатами не только для запоминающих ячеек нового поколения, но и для нейроморфных вычислений. 
Обычно мемристор представляет собой сэндвич-структуру, в которой между двумя электродами находится тонкий слой диэлектрика, способного обратимо менять свое сопротивление под действием электрического поля. В качестве активного слоя часто выбирают оксиды металлов за счет простоты и дешевизны их получения, а также хороших параметров переключения. Особый интерес представляет задача создания мемристора на основе SiOx, в силу совместимости такого устройства с современными кремниевыми технологиями. Однако к настоящему моменту механизмы резистивного переключения в нестехиометрических оксидах кремния до конца еще не изучены. В частности, на механизм резистивного переключения, а следовательно, и параметры переключения существенное влияние может оказывать подложка, на которую осаждается слой SiOx.  В данной работе исследуется влияние двух типов подложек на мемристивные свойства пленок SiOx. 
Пленки оксида кремния напылялись на установке Sputter-Coatter методом термического осаждения. Распыление производилось на подложки сильнолегированного кремния p-типа проводимости и ITO. В качестве верхнего электрода для обоих образцов использовался Ti, нанесенный магнетронным методом напыления на установке DST3. 
Проведенные исследования показали, что на обоих типах подложек реализуется резистивное переключение пленок SiOx, а на вольтамперных характеристиках наблюдается гистерезис. Однако форма вольтамперных характеристик и параметры резистивного переключения (значения отношений сопротивлений в низкоомном и высокоомном состояниях, количество циклов переключения, напряжения переключений и др.)  существенно отличаются для исследованных типов подложек. Это может быть связано с возникновением потенциальных барьеров и различными концентрациями и энергетическими распределениями поверхностных состояний на границе подложки с пленкой SiOx.
